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Zusammenfassung / 

Elektronisches Bauteil .mit mehrschichtiger Umverdrahtungs- 
platte und Verfahren zur Herstellung desselben. 




Die Erfindung betrifft oin elektronisches Bauteil (1) mit ei- 
ner mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte (2), die einen 
Schaltungschip (3) r insbesondere einen magnet ischen Speicher- 
chip (4) tragt und Kontaktf lfichen des Chips (5) tiber Umver- 
10 ' drahtungsleitungen (6) mit Aufienkohtakten (7) des elektroni- 
schen Bauteils ' (1) verbindet. Die Umverdrahtungsplatte (2) 
weist mindestens eine strukturierte magnetische Abschirm- 
schicht (8) aus einem amorphen Metall oder.einer amorphen Me- 
tall-Legierung auf , Ferner umfasst die Erf indung ein Verfah- 
15 ren zur Herstellung dieses elektronischen Bauteils (1)* 



[Figur 1] 
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Elektronisches Bauteil mit mehrschichtiger Umverdrahtungs- 
platte und Verfahren zur Herstellung desselben. 

Beschreibung 

Die. Erfindung betrif ft ein elektronisches Bauteil mit einer 
mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte, die einen Schaltung- 
* schip, insbesondere einen magnetisches Speicherchip tr&gt und 
ein Verfahren zur Herstellung desselben . 



Elektronische Bauteile mit. einem Halbleiterchip, insbesondere 
mit einem magnetischen Speicherchip, sind durch magneLlsche 
Felder aus dem Umfeld der. elektronischen Bauteile , wie Trans- 
formatoren, Netzgerate, Gebiasemotoren und dergleichen beson- 
15 ders gefahrdet, wobei unbeabsichtigte SchaltvorgSnge in den 
Schaltungschips ausgelSst werden konnen. Magnetische StSrun- 
gen von nur wenigen Zehntel Oerstedt kOnnen bereits Fehlfunk- 
tionen auslosen, zumal die Schwellenwerte fur eine logische 
Null, und eine logische Eins mit zunehmender Miniaturisierung 
20 der Schaltuftgszellen st&ndig minimiert werden* WShrend elek- 
tronische Bauteile auf der Basis von Flachleiterrahmen durch 
die rnetallischen Strukturen eine taegrenzte Sehutzwirkung auf- 
weisen, entfcillt diese volistandig bei elektronischen Bautei- 
len auf der Ba'sis von BGA-Typ-Gehausen (B ( all-Grid-Array-Typ) . 

"25 

Abschirmungen auf der Basis von Permalloy oder Alloy 42 haben 
den Nachteil einer zur Abschirmung von Groftgeraten hohen Re- 
manenz, so dass diese Materlalien sich wie ein Permanentma- 
• gnet verhalten, das heiflt, nachdem sie einem Magnetfeld aus- 
30 gesetzt- wurden, bilden sie ein permanentes eigenes • Magnetfeld 
aus und kSnnen damit die Funktionstuchtigkeit von elektroni- 
schen Bauteilen mit einem Schaltungschip beeintr^chtigen oder 
auf Dauer schadigen. Deshalb kann der Einsatz von Flachlei- 
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terrahmen aus derartigen Materialien oder Abschirmgehausen 
aus Materialien mit hoher Remanenz die gewollte Abschirmwir- 
kung far elektronische Bauteile mit einem Schaltungschip in 
das Gegenteil umkehren, so dass der Schaltungschip dauernd 
5 durch ein verbleibendes Restmagnetfeld aufgrund der hohen Re- 
manenz dieser Materialien geschadigt wird. 

I . 

Aufgabe der Erfindung 1st es, ein elektronisches Bauteil an- 
zugeben, das eine Struktur aufweist, die den Schaltungschip 
10 vor magnetischen Storfeldern schtttzt und Fehlf unktionen auf- 
grund von magnetischen StSrungen im Bereich von mehreren Oer- 
stedt vermlndert ohne die Funktionsfahigkeit des elektroni- 
schen Bauteils einzuschr§nken. 



15 




Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand .der unabhangigen An- 
spriiche gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen, der Erfindung 
ergeben sich aus den Dnteranspruchen. 

ErfindungsgemaA wird ein elektronisches Bauteil mit einer 
20 mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte, angegeben, die einen 
■ Schaltungschip insbesondere einen magnetischen Spelcherchip 
tragt. Die Umverdrahtungsplatte weist Umverdrahtungsleitungen 
auf> die Kontaktflachen des Chips mit Aufcenkontakten des ' 
elektronischen Bauteils verbinden. Mindestens eine der struk- 
turierten Schichten der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 
isf eine magnetische Abschirmschicht, welche ein amorphes Me- 
tall oder eine amorphe Metall-Legierung aufweist. 

Eine derartige. Abschirmschicht aus einem amorphen Metall oder 
30 einer amorphen , Metall-Legierung. 1st mechanisch auJierst hart 
und gibt der Umverdrahtungs-platte eine hohe FormstabilitMt . 
Gleichzeitig sind amorphe magnetische Metalle oder amorphe 
magnetische Metall-Legierungen weichmagnetisch, was den Vor- 



25 
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teil hat, dass diese Materialien nicht durch ein Magnet f eld 
polarisiert werden konnen und somit keine Permanentmagnetwir- 
kung ausbilden. Daruber hinaus wird durch die Anordnung des 
amorphen Metalls oder der amorphen Metall-Legierung als 
Schicht einer Umverdrahtungsplatte erreicht, dass die magne- 
tische Abschirmschicht in unmittelbarer, Nahe des zu schtitzen- 
den Schaltungschips . angeordnet werden kann, ohne das Herstel- 
lungsverfahren far die Schaltungschips selbst zu andern oder 
anzupassen. Es muss lediglich eine weitere strukturierte 
Schicht in der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte vorgese- 
hen werden. 



Durch die Maflnahme, ein magnetisch abschirmendes amorphes Me- 
tall oder. eine amorphe Metall-Legierung als weitere Schicht 
15 in eine me.hrschichtige Umverdrahtungsplatte zu integrieren, 

warden insbesondere Schaltungschip mit magnetischen Speicher- 
zellen vox magnetischen Storfeldern geschutzt. Somit konnen 
insbesondere sogenannte MRAM (Magnetic-Random-Access- 
Memories) Bauteile, mit denen der sogenannte TMR (Tunnel- 
20 Magneto-Resistive)- oder der GMR (Giant-Magneto-Resistiye) - 
zum Speichern von Daten genutzt wird, vor magnetischen Stor- 
feldern geschutzt werden. Bei diesen Bauteilen wird eine 
weich- beziehungsweise hartmagnetische Lage entweder parallel 
Oder antiparallel geschaltet, wobei eine Parallelschaltung 
25 einen niedrigen Durchgangswiderstand und eine Antiparallel- 
schaltung einen hohen Durchgangswiderstand bedeutet, so dass 
die Speicherfunktion Null und Eins realisiert werden kann. 
Dabei dient die weichmagnetische Schicht als Schalter und die 
hartmagnetische Schicht als Referenzschicht '. Fur das Schalten 
der weichmagnetischen Schicht stehen . jedoch nur begrenzt hohe 
StrSme zur Verfugung, .so dass die Koerzitivfeldstarke so 
niedrig wie moglich zu halten ist. Somit sind diese Schaltzu- 
stande in der weichmagnetischen Schicht aufierst storanf allig 
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und Fehlfunktionen derartiger MRAM-Bauteile werden schon bei 
magnetischen Feldern von wenigen Zehntel Oerstedt beobachtet. 

Mit Hilfe der erf indungsgemafien mehrschichtigen Umverdrah- 
'5' tungsplatte, die eine magnetische Abschirmschicht aus einem 
amorphen f erromagnetischen Metall Oder einer amorphen f erro- 
magnetischen Metall-Leglerung aufweist konnen . Stftrf elder von 
mehreren Oerstedt im Umfeld des elektronischen Bauteils, die 
von Trans format or en , NetzgerSten oder Gebiasemotoren verur- 
10 sacht werden, abgeschirmt werden. 

Wenn auch der Einsatz der erf indungsgemaAen Umverdrahtungs- 

•platte in elektronischen Bauteilen mit magnetischen Speicher- 
zellen besonders wirkungsvoll ist, und die Funktionsf£higkeit 
15 derartiger elektronischer Bauteile erst gew&hrleistet / ohne 
dass grof&e Abschirmgeh&use fur derartige elektronische Bau- 
teile vorgesehen werden, kann eine derartige mehrschichtige 
Umverdrahtungsplatte auch vorteilhaft ftlr Schaltungschips, 
die herkdmrriliche Speicherzellen aufweisen oder auch fur Lo- 
20 gikchips eingesetzt werden, zumal aufgrund der elektrischen 
. Leitf&higkeit dieser eimorphen Metalle auch eine Abschirmwir- 
kung gegeniiber elektromagnetischen Stor feldern, welche die' 
Speicher- und Schaltf unktionen beeinflussen konnen, erfolgt. 
Dazu wird lediglich die' magnetische Abschirmschicht in ihrer 

•25 • Struktur der Umverdrahtungsplatte far. die unterschiedlichen 
Schaltungstypen angepasst. 

Als Abschirmschicht kann eine strukturierte Abs'chirmf olie mit 
einer Dicke zwischen 20 und 75 Mikrometern eingesetzt werden. . 
30 Derartige Abschirmfolien aus amorphen ferromagnetischen Me- 

tallen oder Metall-Legierungen werden in Bandform hergestellt 
und eignen sich besonders zum Auf laminierung auf den Isolati- 
onskern einer Umverdrahtungsplatte. Dazu muss lediglich das 
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Band aus ambrphem Metall strukturiert werden und kanh ftir 
mehrere elektronische Bauteilpositionen einer Umverdrahtungs- 
platte eines Nutzens auflaminiert werden. • ' 

5 . Urn die Abschirmw.irkung zu erhohen, kann die Abschirmschicht 
auch mehrere gestapelte und aufeinander laminierte struktu- 
rierte Abschirmf olien aufweisen. Durch das Laminieren mehre- 
rer Abschirmf olien tibereinander kann ein beliebig hoher Ab-~ 
schirmfaktor erre.icht werden, der. fur das erfindungsgemaBe 
10 elektronische Bauteil zwischeh 50 und 100 liegt. 

Ftir eine wirkungsvolle magnetische Abschirmung weisen die 
amorphen Metalle mindestens, einen der ferromagnetischen Werk- 
stoffe Kobalt, Nickel oder Eisen auf. Als Legierungszusatz 
15 dient Bor, das ein amorphes Erstarren der ferromagnetischen 
Metalle f order t, so dass die kristallinen Anteile in der ma- 
gnetischen Abschirmfolie vernachlassigbar gering sind. 

Die SStf.igungs1nrti5kf.-i on win-Toed We?ten zwischen 0,5 und 1 
20 Tesla erreicht., wobei eine ssttigungsmagnetorestriJction kiei- 
ner als 0,2 x 10" 6 vor liegt. Die magnetische Abschirmschicht 
der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte ist mechanisch au- 
Berst formstabil und weichmagnetisch wirkungsvoll . Die Curie- 
temperatur liegt zwischen 200 a C und SOO'c, so. dass auch.bei " 
25 Temperaturwechseltests der elektronischen Bauteile, die zwi- 
schen -50 °C und 150°C durchgeftihrt werden, die Abschirmwir- 
• kung nicht zerstfirt wird. 

Die strukturierte Abschirmschicht kann auf der AuBenseite der 
30 Umverdrahtungsplatte, die dem Schaltungschip gegenuberliegt, 
angeordnet sain. Dazu weist die Abschirmschicht in Form einer 
Abschirmfolie mindestens Offnungen fur die in vorgegebenem 
RastermaB ringformig oder in einer Matrix angeordnete AuBen- 
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. kontakte auf. 'Selbst eine derart strukturierte Abschirm- 
schicht verhindert einen Durchgriff von Storfeldern auf den ' 
% Schaltungschip und gewahrleistet aufgrund der weichmagneti- 
schen Eigenschaften der amorphen Metallschicht eine nicht be- 
5 schrankte Funktionsf ahigkeit des elektronischen Bauteils. 

Die strukturierte Abschirmschicht kann auch naher an der 
Chipseite angeordnet warden, indem die strukturierte Ab- 
schirmschicht auf der Chipseite der Umverdrahtungsplatte' la- 
10 miniert ist. Dazu weist zumindes.t far Logikchips die struktu- 
rierte Abschirmschicht Offnungen fur entsprechende Bondkon- 
taktflachen auf. Bei Speicherchips mlt oder ohne magnetischen 
Speicherzellen kann die strukturierte Abschirmschicht ohne 

sowohl auf der Chipseite .als auch auf 
15 der AuBenseite der Umverdrahtungsplatte angeordnet werden, 

solange die Abschirmschicht mindestens eine Bondkanalof fnung 
in der Grofienordnung des Bondkanals des Schaltungs- bezie- 
hungsweise Speicherchips aufweist. Bei der Anordnung' auf der 
AuBenseite der Umverdrahtungsplatte, die gegenUber der Chip- 
20 seite der Umverdrahtungsplatte liegt, konnen zusatzliche Off- 
nungen fur das Freilegen von AuBenkontaktf lachen vorgesehen 
werden. 

i 

. Eine alternative Losung besteht darin, dass die Abschlrm- 
25 schicht auf der AuBenseite der Umverdrahtungsplatte lediglich 
eine BondkanalSf fnung aufweist und die Oberflache der Ab- 
schirmschicht auBenseitig von einer Isolierschicht bedeckt 
ist,. die ihrerseits die Umverdrahtungsleitungen und die Au- 
Benkontaktf lachen far ein Verbinden zwischen den Kontaktf la> 
30 chen des Schaltungschips und den Aufienkontakten aufweist. 

Diese Alternative hat gegenOber einer Abschirmschicht unmit- 
telbar auf der AuBenseite des elektronischen Bauteils den 
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Vorteil, dass keine prazisen, Offnungen fiir das Freilegen von 
AuBenkontaktflachen vorzusehen sind. 

Die Abschirmwirkung der Abschirmfolien aus amorphen Metallen 
Oder Metall-Legierungen kann dadurch verstarkt werden, dass 
zusatzlich zu der Umverdrahtungsplatte der Schaltungschip auf 
seiner passiven Ruckseite ganzflachig eine Abschirmfolie aus 
amorphen Metallen Oder Metall-Legierungen aufweist. Durch das 
Umgeben der aktiven vorderseite des Schaltungschips, die bei 
Speicherchips der Umverdrahtungsplatte zugewandt ist, mit " 
weichmagnetischen Materialien sowohl auf der passiven Ruck- 
seite des Schaltungschips als auch mit einer zusatzlichen 
Schicht in der Umverdrahtungsplatte wird ein nahezu perfekter 
Schutz vor magnetischen und elektromagne'tischen Storfeldern 
IS fiir die aktive Vorderseite des Schaltungschips und damlt fur 
das 'elektronische Bauteil erreicht, ohne dass das elektroni- 
sche Bauteil in ein Abschirmgehause eingebettet werden muss. 



Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils, 
cias eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte aufweist, die 
mindestens einen Sohaltungschip tragt und Kontaktf lachen des 
Schaltungschips ttber Umverdrahtungsleitungen der Umverdrah- 
tungsplatte mit AuJienkontakten des elektronischen Bauteils 
verbindet, weist folgende Verf ahrensschritte auf: 



Zunachst wird eine Abschirmfolie aus amorphem Metall oder ei- 
ner aWorphen Metal 1-Legierung fur eineri Nutzen mit mehreren 
Bauteilpositionen strukturiert . Danach erfolgt ein Auflami- 
nieren der strukturierten Abschirmfolie auf die Umverdrah- 
30 tungsplatte des Nutzens. Anschlieflend werden Schaltungschips 
in den Bauteilpositionen der Umverdrahtungsplatte des Nutzens 
aufgebracht und elektrisch mit der Umverdrahtungsplatte ver- 
bunden. Der gesamte Nutzen wird dann mit einer Kunststoff ge- 
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h&usemasse unter Einbetten* der Schaltungschips und.der elek-' 
trischen Verbindungen aufgefullt. Dabei bleibt die Unterseite 
Oder auch Aufienseite, 'die Aufienkontaktf lichen aufweist, f*ei . 
von Kunststoffgehausemasse. Als nachstes kennen auf dem ge- 
5. samten Nutzen in den jeweiligen Bauteilpositionen des Nut2ens 
AuAenkontakte auf die Auflenkontaktf lachen aufgebracht werden. 
Nacti dem Aufbringen der Auflenkontakte , kann der Nutzen zu ein- 
zelnen elektronischen Bauteilen getrennt we.rden. Urn die Kann- 
teri der Kunststoffgehausemasse abzurund'en oder zu entgraten 
10 kSnnen ProfilsSgen beim Trennen der Bauteilpositionen des ' 

Nutzons zu einzelnen elektronischen Bauteilen eingesetzt wer- 
den . 

r 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass einzelne elektronische 
15 . Bauteile entstehen, de.ren Umverdrahtungsplatte mehrlagig 1st 
und mindestens eine Abschirmschicht aus' einem amprphen Metall 
Oder einer amorphen Metall-Legierung aufweist. Dieses amorphe 
Metall oder diese amorphe Metall-Legierung wirken magnetisch 
und elektromagnetisch abschlrmend und schutzend fur die Funk- 
20 tionen des Schaltungschips innerhalb des elektronischen Bau- 
teils, ohne dass ein Sufieres AbschirmgehSuse erforderlich 
ist. Aufgrund der weichmagnetischen Eigfenschaften der ferro- 
magnetischen amorphen Metalle beziehungsweise Metall- 
Legierungen wird eine verbesserte magnetische Abschirmung far 
2 5 Wechself elder erreicht. Diese Abschirmschicht kann wirkungs- 
voll kritische Magnetfelder von Transf ormatoren, Netzgeraten 
oder 'Geblasemotoren im niederf requenten Bereich abschirmen, 
ohne dass die magnetische Abschirmschicht aus amorphen Metal- ' 
len oder amorphen Metall-Legierungen selbst auf Dauer magne- 
30 tisi.ert wird/ da das wei'chmagnetische Material amorpher Me- 
talle eine niedrige Remanenz aufweist* 
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Das Strukturieren der Abschirmfolie kann mittels Stanzen von 
vorbestimmten Mustern von Offnungen erfolgen. So kann in vor- 
teilhafter Weise fttr jede Bauteilposition bei Schaltungschips 
Oder bei Chips mit magnetischen Speicherzellen in die Ab- 
5 schirmfolie ein langgestreckter Bondkanal eingebracht bezie- 
hungsweise .ausgestanzt werden, welcher der Anordnung der Kon- 
taktflSchen auf dem Speicherchip angepasst ist. Wird die Ab- 
schirmfolie hingegen auf der* SuBersten Seite der Umverdrah- 
tungsplatte aufgebracht oder angeordnet, so werden zusatzli- 
10 ' che Offnungen zum Freilegen oder Freilassen der Aufienkontakt- 
£ lichen, auf die in einem spateren Schritt AuBenkontakte auf- 
gebracht werden, vorgesehen. 

Das Strukturieren der Abschirmf olie kann auch mittels Laser- 
1S abtrag oder Laserablatipn erfolgen, wobei ein Laserstrahl 

liber jede der Bauteilpositionen einer Abschirmf olie fur einen 
Nutzen derart gescannt wird, dass entsprechend angepasste 
Offnungen entstehen, Bei Logikschaltungen sind anstelle von 
Bondkan&len einzelne ringformig. angeordnete Offnungen vorzu- 
sehen, die Bondkontaktf iachen auf der Umverdrahtungsplatte 
freigeben, wenn die Abschirmschicht oder Abschirmf olie auf 
der Chipseite der Umverdrahtungsplatte angeordnet wird. Wird 
hingegen die Abschirmfolie flir die AuBenseite der Umverdrah- 
tungsplatte vorgesehen, so sind entsprechend Offnungen fttr 
25 eine Matrix von Auflenkontaktf iachen vorzusehen, wobei die 

RMnder oder Wandungen dieser Offnungen zua'fltzlich mit einein 
Lotstoppiack vor Kurzscniussen zu scmrczen sma. 

Eine derart strukturierte und vorbereitete Abschirmfolie kann 
3 0 anschliefiend entweder auf den IsolationskSrper der Umverdrah- 
tungsplatte unmittelbar aufgebracht werden oder wenn dieser 
K6rper bereits Umverdrahtungsleitungen aufweist, dann wird 
zunSchst eine diinne Isolierschicht aufgebracht oder beim 
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Auflaminieren ein Isolierkleber eingesetzt, so dass die auf- 
gebrachten Umverdrahtungsleitungen nicht durch die Abschirm- 
folie kurzgeschlossen werden. ' Dies© Isolierschicht kann auch 
bereits aiif der Abschirmfolie abgeschieden worden sein,. wozu 
5 vorzugsweise Magnesiumoxide Oder Siliziumoxide Oder Silizium- 
nitrid eingesetzt warden. Diese Abscheidung unmittelbar auf 
der Abschirmfolie kann auch noch vor. dem Strukturieren der 
Abschirmf olie in einer Sputteranlage erfolgen. • 

10 Urn den Abschirmf aktor geeignet einzustellen, kann entwede.r 

die Dicke der Abschirmfolie zwischen 20 und 75 Mikrometer va- 
riiert werden oder es' kSnnen auch mehrere Abschirmf o lien auf- 
einanderlaminiert werden. Da die Magnetostriktion bei amor- 
- phen Metallen vernaehlassigbar klein ist,. ist ein Aufeinan- 
15 . derlaminieren von Abschirmf olien unkritisch* 

■ i 

Die Wirkung der Abschirmung kann auch verstarkt werden, indem 
zus&tzlich entweder die Riickseite des Schaltungschips oder 
die aktive Vorderseite des- Schaltungschips mit einer Ab- 
20 schirmfolie versehen. wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
die Rttckseite geschlossen von einer Abschirmf olie bedeckt 
werden kann, wShrend die aktive Vorderseite eines Schaltung- 
schips eine strukturierte Abschirmfolie erfordert, die die, 
Kontaktflschen des Schaltungschips freil^sst. 




25 



30 



Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es grundsatzlich 
mehrere Moglichkeiten gibt, eine magnet ische Abschirmung von 
Schaltungschips zu erreichen. 1 

1. Eine unmittelbare Kompensation von Magnetf eldern auf dem 
Chip, wobei ein ungewolltes Ummagnetisieren schaltungs- 
technisch vermieden wird. Ein Nachteil dieser Mdglich- 
keit ist der hphe schaltungstechnische Aufwand fur den 
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Schalt'ungsohip; der damit gleichzeitig in der Chipflache 
vergroBert werden muss, was hohe Kosten verursacht." 

2, ( Es kann der Chip direkt abgeschirmt werden, wobei.direkt 
5 auf den Chip eine Sputtermetallisierung aus magnetisch 

leitfahigem Material aufgebracht wird; Dieses erfordert 
eine hahere Komplexitst bei der chiptechnologie, da zum 
Teil Materialmen, wie f erromagnetiaches Eisen, Nickel 
oder.Kobalt oder deren Legierungen zum Einsatz komrnen, 

10 \ die ablicherweise in der Halbleitertechnologie nicht 

. eingesetzt werden. Schliefllich besteht die Moglichkeit, 
wenn eine gehausemaftige externe Abschirmung vermieden 
werden soil, eine sogenannte Package-Schirmung mit Per- 
malloy oder Alloy 42 vorzunehmen, das in die Kunststoff- 

15 gehausemasse eingebettet wird. Der Nachteil eines dera'r- 

tigen abschirmenden Deckels in dem Kunststof fgehause 
ist, dass diese magnetischen Materialien im Magnet f eld 
polarisiert werden und folglich wie ein Permanentmagnet 
auf den. Schaltungschip einwirken und damit die Funktion 

20 des Bauteils einschrSnken. 

3. Abschirmungen, die far elektromagnetische StOrungen ein- 
gesetzt werden, indem dtinne Kupf erschichten fttr das 
. elektronische Bauteil aufgebracht werden, konnen bei 

25 rein magnetischen Storungen im Umfeld von elektronischen 

Bauteilen, wie von Tr&nsformatoren, Netzger&teh oder ' Ge- 
blasemotoren nicht erfolgreich eingesetzt. werden, da 
diese kritischen Magnet f elder im niederfrequenten Be~ 
reich arbeiten, wahrend die elektromagnetischen Wellen 

30 hochfrequent sind und • s omit andere Abschirmmechanismen 

auftreten.' 
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30 




Erf inciting sgemafl wird vorgeschlagen, eine neuartige, magne- 
tisch leitfahige Folie. aus amorphem Metal! , wie einer 
Bor/Eisen-Legierung Oder' einer Bor-Legierung mit ferromagne- 
tischen Metallen, wie Kobalt oder Nickel, auf die . Omverdrah- 
5 : tungsplatte eines elektronischen Bauteils auf zularoinieren. 
Derartige Abschirmf blien kbnnen 20 bis 75 Mikrometer dick 
sein und einen . Abschirmf aktor zwischen 50. und 100 erreichen. 
Diese erf indungsgem&fle Abschirmung unterscheidet sich ent- 
scheidend von den elektromagnetischen Abschirmungen, welche 
10 aus Kupf er hergestellt werden und auch von Abschirmungen, die 
auf Permalloyfolien basieren, welche die oben bereits erw^hn- 
ten'Nachteile aufweisen. 

Hinzu kommt, dass Permalloyfolien eine hohe Abhangigkeit in 
15 ihrer Abschirmwirkung von der Temperatur aufweisen, was bei 

der erf indungsgemSflen Abschinrif olie mit einer Curietemperatur 
zwischen 200 °C und 500 °C nicht der Fall ist. Ferner sind die- 
se bekannten Folien mechanisch wenig belastbar und haben 
nicht die geeignete Harte, wie es die erf indungsgemS.Be Ab- 
20 schirmfolie liefert. Fttr die Abschirmf olie wird erf indu&gsge- 
mMB ein hochpermeables amorphes Metall verwendet, welches e±- 
.ne Dicke von mindestens 20 Mikrometern und hGchstens von 75 
Mikrometern aufweist, wobei jedoch durch Stapeln von Folien • 
jede beliebige Dicke erreicht werden kann, ' zumal die Magneto- 
25 striktion vernachlassigbar klein ist und somit ein Delaminie- 
ren der gestapelten Folie nicht auftritt. 

Die Erfindung wird nun anhand von, Ausftthrungsf ormen mit Bezug 
auf die beigefiigten Figuren naher erortert-' 



Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch- ein 

elektronisches Bauteil einer ersten Aus fuhrungs form 
der Erfindung, 
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Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein . 

elektronisches Bauteil einer zweiten Ausftthrungs- 
form der Erfindung/ 

Figur 3 ' zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
elektronisches Bauteil einer dritten Ausftihrungs- 
form der Erfindung, 



10 Figur 4 




15 



20 



25 




30 



zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
elektronisches Bauteil einer vierten Ausftthrungs- 
f orm der Erfindung, 



Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil einer fttnften Ausftihrungs- 
form der Erfindung. l 

Figur 1 zeigt eineh schematischen Querschnitt durch ein elek7 
tronisches , Bauteil 1 einer ersten Ausfuhrungsf orm der Erfin- 
dung-' Das elektronische Bauteil 1 weist eine mehrschichtige 
Umverdrahtungsplatte 2 auf, die ein Schaltungschip 3 tragt, 
wobei das Schaltungschip 3 mit seiner aktiven Oberseite 18 . 
und einer isolierenden Klebstof f-Folie 22 auf der Umverdrah- 
tungsplatte 2 ausgerichtet und montiert ist. Die mehr : schich~- 
tige Umverdrahtungsplatte 2 weist eine TrSgerschicht 25 aus 
vernetztem Kunststoff, der durch Glasf asern • oder Kohlefasern 
verstarkt seih kann, auf. Die Kunststof f schicht 25 tragt eine 
rnagnetische Abschirmschicht 8 aus amorphem Metall oder einer 
amorphen Metall-Legierung vorzugsweise auf der Basis Eisen, 
Kobalt oder Nickel mit Legierungszusatzen, beispielsweise aus 
Bor, die trotz hoher median! scher H&rte mit einem E-Modul von 
150 GPa, einer Zugf estigkeit zwischen 1000 und 3000 MPa und 
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einer VickershSrte zwischen 900 und 1100 weichmagnetische Ei- 
genschaften aufweist. 

Die weichmagnetischen Eigenschaften schirroen den Speicherchip 
5 12 von magnetischen StSrfeldern, wie sie duroh Transf ormto- 
ren, Netzgerate oder Gebl&semotoren in der Umgebung eines 
derartigen elektronischen Speicherbausteins auftreten ' k5nnen, 
ab. Aufgrund der weichmagnetischen Eigenschaften der Ab- 
schirmschicht in einer Dicke zwi&chen 20 und 7 5 Mikrometern 
10 ist wegen der amorphen Materiaiien gewahrleistet, dass diese 
Schicht seibst nicht dauermagnetisiert werden kann, so dass 
• eine BeeintrSchtigung des Speicherchips und seiner Funktions- 
fShigkeit unterbleibt. 

15 Die Auflenseite 10 der Umverdrahtungsplatte 2 ist in dieser 

Ausf Qhrungsf orm der Erf indung gleichzeitig die Unterseite des 
elektronischen Bauteils 1* Auf der Aufienseite 10 der Umver- 
drahtungsplatte 2 sind die • AuBenkontakte 7 des elektronischen 
Bauteils 1 angeordnet, die fiber eine Umverdrahtungsstruktur 

20 29 aus Aufienkontaktf lachen 28, Umverdrahtungsleitungen 6 und 
BondkontaktflSchen 16 tiber Bondverbindungen 21 in. einer Bond- 
kanaiaffnung 13 mit Kontaktf lacherj 5 des Speicherchips 12 
verbunden sind* Die aufcerste Schicht der mehrschichtigen Um- 
verdrahtungsplatte 2 wird von einer Lotstopplackschicht 27 

25 gebildet, welche.die Umverdrahtungsleitungen 6 abdeckt und 
die AuBenkontakte 7 .beziehungsweise die Aufcenkontaktf IMchen 
28 freilasst. 

Die Bondverbindungen 21 im Bondkanal sind in einer Kunst- 
30 stof f gehausemasse 19 eingebettet und so. vor mechanischen und 
elektrischen StGrdngen geschGtzt* Der Schichtaufbau der mehr- 
schichtigen Umverdrahtungsplatte vom Speicherchip aus gesehen 
- weist somit zunachst eine Klebstoff-Folie 22, anschlieflend 
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die'magnetische Abschirmschicht 8, 'die* in diesem.Fall aus ei- 
ner Abschirmfolie 9 besteht, auf und vrird voh einer Kunst- 
stoffschicht 25 getragen, die ihrerseits mit einer Kupfer- 
struktur 26 plattiert . ist und als abschliefiende AuBenschicht 
schtitzt eine Letstopplackschicht 27 die Umverdrahtungsstruk- 
tur 29 der Umverdrahtungsplatte 2 vor au'&erer Beschadigung 
und vor elektrischen Kurzschlussen sowie vor einem Benetzen 
durch das Au&enkontaktmaterial der Auflenkontakte. 7 beim, 
AuflOten auf eine ttbergeordnete Schaltung einer Leitezrplatte* 



wahrend das Bezugszeichen 10 die Unterseite des elektaroni- 
schen Bauteils' 1 und gleichzeitig die Auftenseite der raehr- 
schicht igen Umverdrahtungsplatte 2 kennzeichnet, wird die 
Chipseite der meftr schichtigen Umverdrahtungsplatte 2 durch 

15 das B©2ugezeichen 15 gekennze.ichnet . Der Speicherchip 12 1st 
in dieser Ausfuhrungsform der Erflndung in eine Kunststof fge- 
hausemasse 19 eingebettet. Diese Kunststof f gehausemasse 19 
kann- gleichzeitig fur inehrere elektronische Bauteile, die auf 
einem Nutzen hergesteilt werden, auf den Halbleiterchip auf- 

20 gebracht werden, wobei* gleichzeitig auch die KunststojEf gehau- 
semasse 19 in die Bondkanalof fnung eingebracht wird. Die 
Bondkanalof fnung 13 jfttr die einzelnen Schichten 22, 8 and 25 
kennen in jede Schicht einzeln vor einem Auflaminiereri der 
Schichten in dieselben eingebracht werden, wenn diese Schich- 

25 ten als eigenstandige Fol.ien oder Platten vorliegan. Eine an- 
.der© M5glichkeit besteht darin, nach Laminieren dieseir drei 
Grundschi~chten 22 r 8 und 25 die Bondkanalof fnung in einem Ar- 
beitsschritt einzubringen. 

30 Da sich jedoch die Materialien einer ' Klebstof f-Folie ' 15 fur 
die Klebstof f schicht 24 der Umverdrahtungsplatte 2 unci die 
Materialien der Abs chirmfolie 9 far die Abschixmschichit 8 so- 
wie die Materialien der Kunststof £ schicht fur die Tragerplat- 
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te wesentlich in ihrer Bearbeitbarkeit voneinander unter- 
scheiden, werden diese drei Schichten in Folienform vorstruk- 
turiert und anschliefcend' aufeinander auf laminiert . Dabei • 
weist die Kunststoff schicht 25 bereits die Umverdrahtungs- 
5 struktuf 2 9 auf, die ihrerseits bereits mit einer Lot- 

stopplackschicht 27 versehen sein kann. Der Schutz yor magne- 
tischen Storfeldern erfolgt in dieser Ausf uhrungsf orm der Er- 
findung lediglich durch die Abschirmschicht 8 der mehrschich- 
tigen Umverdrahtungsplatte 2, so dass der Schaltungschip 3 
10 nur einseitig vor magnetischen Storfeldern geschtttzt' ist- 

Figur 2 zeigt einen schematischen Qiierschnitt durch ein elek- 
tronisches Bauteil einer zweiten Ausf ahrungs form der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie 'in den vorher- 
15 gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra er5rtert. 

. DerAufbau der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 der 
zweiten Ausf tihrungs form der Erfindung entspricht der Umver- 

20 drahtungsplatte 2 der ersten Ausftihrungsf orm der Erfindung,. 

da auch hier ein Speicherchip 12, der beispielsweise auch ei- 
nen magnetischen Speicharchip darstellen kann, vor magneti- 
schen Storfeldern geschtitzt werden soli. Im Unterschied zur 
ersten Ausf uhrungsf orm ist in dieser zweiten Ausfahrungsf orm 

25 der Erfindung vorgesehen, .dass eine nicht strukturierte Ab- 
schirmfolie 9 auf die passive Rttckseite 17 des Speicherchips 
12 laminiert wird. Damit ist die empfindliche aktive Vorder- 
seite 18 des Halbleiterchips von Abschirmf olien 9 einge- 
schlossen, die einers'eits auf der Rtackseite des Halbleiter- 

30 chips angeordriet sind und andererseits eine Schicht der mehr- 
schichtigen Umverdrahtungsplatte 2 bilden. 
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Ein weiterer Unterschied dieser zweiten Ausfahr lings form der 
Erfindung zur ersten Ausftihrungsf orm der Erfindung besteht in 
der Verwendung eines flachen Bondbandes fur die Bondverbin- 
dung* 21 in der Bondkanalof fnung 13. Dieses Bond^and von unter 
5 10 Mikrometern Dicke ist praktisch eine VerlSngerung der Lei- 
terbahn 6 der Umverdrahtungsstruktur 29. Neben dem Vorteil 
des beidseitigen Abschirmens der aktiven Vorderseite 18 des 
Speicherchips 12 durch ein amorphes Metall 'oder eine entspre-. 
chende amorphe 1 Metall-Legierung Wie in der ersten Ausftih- 
10 rungsform der .Erf indung, hat dieses .elektronische Bauteil 1 
den weiteren Vorteil, dass die Bondverbiildung 21 wesentlich 
flacher ausgefiihrt werden kann als in der ersten Ausftthrungs- 
form der Erfindung. 

15 Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elek- 
tronisches Bauteil 1 einer dritten Ausfuhrungsf orm der Erfin- 
dung- Aiich in diesem Fall soli ein Speicherchip mit elektro- 
nischen Speicherzellen oder ein Speicherchip mit magnetischen 
Speicherzellen vor Stbrfeldern geschtitzt werden. Komponenten 

20 mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erSrtert. 

- Die Anordnyng der Schichten in der ■ mehrschichtigen Umverdrah- 
25 tungsplatte 2 ist in dieser Ausffchrungsf orm der Erfindung ge- 
Mndert, - so dass die Abschirmschicht 8 in Form einer Abschirm- 
folie 9 auf der Aufcenkontaktseite der Umverdrahtungsplatte 2 
. angeordnet ist und die Kunststoff schicht 25 auf der Chipseite 
. 15 der Umverdrahtungsplatte liegt. Dazu weist die Abschirm- 
30 schicht 8 eine zusatzliche Isolierschicht 30, beispielsweise 
aus einem Ormocermaterial auf, die wenige Mikrometer dick ist 
und ihrerseits die Umverdrahtungsstruktur 29 tr£gt, auf der 
wiederum die LStstopplackschicht aufgebra'cht ist. 
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. Darttber hinaus wurden weitere Abschirmfolien 9 zur magneti- 
schen' Abschirmung des Speicherchips 12 vorgesehen, indem so- 
wohl auf der Riickseite 17 des Speicherchips 12 eine nicht 
5 strukturierte Abschirmf ©lie 9 auflaminiert ist, als auch auf 
der Vorderseite 18 des Speicherchips 12 eine mit einer Bond-r 
kanalfcffnung 13 strukturierte Abschirmf olie 9 auflaminiert 
ist> Derartige zusatzliche Abschinnschichten 8 unmittelbar 
auf dem Speicherchip sind dann hilfreich, wenn der Abschirm- 
•10 faktor der Abschirmschicht 8 aus 'amorphem Metall oder einer 
\ ( Metall-Legierung in der Umverdrahtungsplatte 2 nicht aus- 
reicht. 

Alternativ kann die Abschirmschicht 8 in- der Umverdrahtungs- 
15 plcsLLts 2 ciuuh myhilcigiy ctusyelUhrL wexden, indem mehrere Ab- 
schirmf olien 9 iibereinander laminiert werden. Doch kann ein 
derartiger Stapel in der Umverdrahtungsplatte 2 nicht den 
Speicherchip 12 vor magnetischen Storungen von der Rttckseite 
17 aus schiitzen, so dass das Auf laminieren eines. Stapels von 
Abschirmf olien 9 auf der Ruckseite 7 des Speicherchips 12 in 
Fallen grofcer magnetischer StGrf elder erf orderlich werden ' 
kann* 



20 




Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt. durch ein elek- 
25 tronisches Bauteil 1 einer vierten Ausftihrungsform. der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
. zeichnet und nicht extra erfirtert. 



30 



Der mit der vierten • Aus fuh rungs form der Erfindung zu schtit- 
zende Schaltungschip 3 ist ein Logikchip 14 , der mit seiner 
aktiven Oberseite 18 nicht zu der Umverdrahtungsplatte 2 ge- 
richtet ist, sondern entgegengesetzt angeordnet ist, so dass 
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seine passive' Ruckseite 17 auf der Untverdrahtungsplatte 2 
ttber eine in diesem Fall elektrisch leitende Klebstof f schicht 
' 23 verbunden 1st. Die 'mehrschichtige Dmverdrahtungsplatte 2 
weist zur Chipseite 15 hin eine strukturierte Abschirmschicht 
5 8 in Form einer Abschirmf olie 9 auf r die derart* strukturiert 
..ist, dass 'sie Offnungen 11 fur Bondkontaktf lachen 16 einer 
Umverdrahtungsstruktur 29 freigibt. Die Abschirmschicht 8 aus 
amorphem Metall ist mit Hilfe eines isolierenden Klebstoffs 
beziehungsweise einer isolierenden "Klebstof f schicht 24 auf 
10 die Umverdrahtungsstruktur 29 der Kunststoff schicht auflami- 
niert. 

Die Kunststoff schicht 25 weist in dieser vierten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung Durchkontakte 31 auf, uber welche die Um- 

15 verdrahtungsstruktur 29 elektrisch mit den Aufcenkontakten 7 
verbunden ist. Ober einen derartigen Durchkontakt 31 kann 
auch die Ruckseite 17 des Logikchips 14 mit einem AuJ5enkon~ 
takt 7 beispielsweise zur Erdung oder' zum Anschluss an das 
niedrigste Potential der integrierten Schaltung des Lo- 

20 gikchips 14 verbunden sein. Diese elektrische Verbindung wird 
tiber die Umverdrahtungsfolie 9 auf der Ruckseite 17 des Halb- 
leiterchips, eine elektrisch leitende Klebstof £ schicht 23, 
eine weitere Abschirmf olie 9 aus elektrisch leitendem, magne- 
tisch abschirmenden amorphem Metall oder einer entsprechenden 

25 Metall-Legierung und schlieftlich fiber elektrische Kontaktfla- 
chen aus Kupfer und entsprechenden Lotf lachen sowie uber ei- 
nen Durchkontakt 31 und eine Auflenkontaktf lMche 28 zu dem Au- 
Benkontakt 7 erreicht., 

30 Somit ist die Unterseite des Logikchips 14 mit fcwei aufeinan- 
dergestapelten Abschirmf olien 9, die Uber einen leitenden 
Klebstoff 23 miteinander verbunden sind, vor magnetischen 
StOrungen geschutzt, wahrend die aktive Oberseite 18 durch 
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eine 1 strukturierte Abschirmfolie 9 zusatzlich geschtitzt wer- 
den kann. Diese strukturierte Abschirmfolie 9 weist Offriungen 
11 zur Freilassung der Kontaktf ladhen 5 des Logikchips H4 
auf , so dass ftts eine Bondverbindung 21 diese Kontaktf lichen 
5 ,5 des Logikchips 14- am. Rand des Logikchips zuganglich sind. 1 

Figur 5'zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elek- 
tronisches. Bauteil 1 einer fiinften Ausfiihrungsf orm der Erfin- 
dung- Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vojtrher- 
10 . gehenden Ausfiihrungsf ormen werden mit gleichen Bezugsze:Lchen . 
gekennzeichnefc und nicht * extra erortert. 

Der Unterschied der fiinften Ausfiihrungsf orm der Erfindung zu 
der vierten Ausfiihrungsf orm der Erfindung besteht darin, dass 
15 eine Abschirmfolie 9 auf der Au&en'seite des elektrbnisclien 
Bauteils angeordnet ist. Dazu weist die strukturierte At>- 
schirmfolie 9 Offnungen 11 fur die Auftenkontakt.e 7 auf. Zu- 
satzlich werden die AuBenkontakte 7 von ^einem, L6tstoppla.ck 11 
umgeben, der die Aufienkontakte 7 gleichzeitig von der Ah>- 
20 schirmfolie 9 auf der Unterseite des elektronischen Baiiteils. 
1 isoliert. Auch in dieser Ausfiihrungsform der Erfindung- wird 
die Abschirraung. fur ein £ogikchip 14 eingesetzt, das in sei- 
nem Randbereich Kontaktf lichen 5 'auf weist/ die bei einer Ab- 
schirmung der aktiven Oberseite 18 des Halbleiterchips rait" 
25 . einer Abschirmfolie 9 durch entsprechende Offnungen 11 in der 
Abschirmfolie ausgespart werden mtissen. 

Auch in dieser Ausftihrungsform kann die Rttckseite 17 des Lo- 
gikchips 14 mit einem der Au&enkontakte 1 uber einen Duroh- 
•30 kontakt verbunden sein, jedoch wird dieses in- dem hier darge- 
stellten Querschnitt der Figur 5 nicht gezeigt. In einer der- 
art einfachen Ausfiihrungsf orm der Erfindung besteht die CJm- 
verdrahtungsplatte 2 lediglich aus drei Schichten, namlic^h 



t 
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eine Schicht, welch© die Umyerdrahtungsstruktur 29 mit ent- 
sprechenden Umverdrahtungsleitungen 6 aufweist, ferner -eine 
Kunststoffschicht 25, welche. die Umverdraht'ungsstruktur tragt 
und Durchkontakte 31 aufweist, sowie eine Abschirmschicht 8' 
5 aus einer* Abschirmf olie 9 mit entsprechenden Offnungen 11 fur 
die AuBenkontakte 7 des elektronlschen Bauteils. Auch in der 
funften Ausfuh rungs form der Erfindung wird wie in der vierten 
Ausftihrungsform der Erfindung die Verbindung zwischen Kon- 
taktflSchen 5 des Logikchips 14 mit 'der Umverdrahtungsstruk- 
10 tur 29 fitter eine Bondverbindung 21 erreicht. 
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Bezugszeichenliste 

1 elektronisches Bauteil 

2 • raehrschichtige. Umverdrahtungsplatte 
5 3 Schaltungschip 

4 magnetischer Speicherchip 

5 Kohtaktfiachen des Chips 

6 Umverdrahtungsleitungen 

7 Aufcenkontakte 

It) 8 Abschirmschic^t ' 

9 Abschirmf olie 

10 AuBenseite der Umverdrahtungsplatte 

11 Offnungen in der Abschintischicht 

12 Speicherchip 

15 13 Bondkanaltff fnung 

;14 Logikchxp . 

15 Chipseite der Umverdrahtungsplatte 

16 BondkontaktflSchen r 

17 Rttckseite des Schaltungs chips 
20 18 " Vorderseite des Schaltungschips 

' 19 Kunststoffgehausemasse 

20 elektrische Verbindung 

21 Bondverbinduiig 

22 Klebstoff-Folie 

25 23 elektrisch leitende FQebstof f schicht 

24 Klebstoffschicht 

25 Kunststoff schicht 

26 Kupferstruktur 

27 LStstopplackschicht 
30 28- Aufienkontaktflachen 

29 Umverdrahtungsstruktur 

30 . Isolierschicht 

31 Durchkontakte 
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Patentansprttche 

1. Elektronisches. Bauteil (1) mit einer . mehrschichtigen Um- 
verdrahtungsplatte (2) r die einen Schaltungschip (3) 
5 insbesondere einen magnetischen Speicherchip (4) trSgt 

und Kontaktflachen (5). dea Chips Uber Umverdrahtungslei- 
tungen (6) mit Aufcenkontakten (7) des elektronischen 
Bauteils (1) verbindet, wobel die. Umverdrahtungsplatte 
(2> mindestens eine stxukturierte, magnetische Abschirm- 
10 schicht (8) aus einem amorphen Metall oder einer amor- 

phen Metall-Legierurig aufweist. 



2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 'l, 
dadurch gekennzeichnet , . dass 
der Schaltungschip (3) magnetische Speicherzellen auf- 



20 



weist . 



3. Elektronisches Ba'uteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schaltungschip (3) ein Logikchip ' (14) 1st. 



4. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprache, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
25 die Abschirmschicht (8) eine strukturierte Abschirmf olie 

. (9) ,mit ' einer Dicke zwischen '20 und 75 Mikrometer 1st. 



5, Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
• spriiche, 1 ' 

0 dadurch g e k e n n 2 e i c h n e t , dass 

die Abschirmschicht (8) mehrere gestapelte und aufeinan- 
der laminierte Abschirmf oli.en (9) aufweist. 



6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
"35 sprache, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
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das amorphe Metall eine Kobalt oder Kobaltlegierung auf- 
weist. 

7, Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
5 sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet r dass 

das amorphe 'Metall eine Bor/Eisen-Legierung auf weist. 

8. Elektronisches Bauteil nach einem. der vorhergehenden An- 
10 sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das amorphe Metall eine Sattigungsinduktiom zwischen 0,5 
und 1 Tesla auf weist. 



9. Elektronisches Bauteil nach einem der. vorhergehenden An- 
sprtiche, 

dadurch g e k e n n z.e i c h ne t , dass 

das amorphe Mfetall .eine Sattigungsmagnetostriktion* klel- 
ner als 0,2 x 10" 6 auf weist. 



20 



10. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet , dass 
das amorphe Metall eine Curieteraperatur zwischen 200 °c 
25 und 500 °C auf weist. 



m 



11. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die strukturierte Abschirmschicht (8) auf der AuAenseite 
(10) der Umverdrahtungsplatte (2), die dew Schaltung- 
schip (3) gegenuberliegt, angeordnet ist, wobei die Ab- 
schinnfolie (9) mindestens Offnungen (11) fur in vorge- 
gebenem Rastermafi ringfSrmig oder in einer Matrix ange- 
35 ordnete AuBenkontakte <7) aufvreist. 
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12. 



10 
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13 



14. 



15. 



•25 




16. 



35 



EieJctronisches Bauteil nach einem nach einem der vorher- 
gehenden AnsprOche, • 

dadurch geicennzeichnet, dass 
die strukturierte Abschirmschicht (8) der Umverdrah- 
tungspiatte (2) eines Speicherchips (12) mindestens eine 
Bondkanaloffnung aufweist. 

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, 

dadurch gekennzei'ohnet, dass 
die strukturierte Abschirmschicht (8) au£ der Chipseite 
(15) der Umverdrahtungsplatte (2) angeor.dnet ist und 
mindestens flffnungen (11) far Bondkontaktf lachen (16) 
aufweist. . 

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Schaltungschip (3) auf seiner RUckseite (17) eine 

Abschirmfolie (9) aufweist. 

Elektr.onisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprttche, 

dadurch geke.nnzeichnet, dass 
der Schaltungschip (3) auf seiner aktiven Vorderseite 
(18) eine strukturierte Abschirmfolie (9), in der minde- 
stens Offnungen (11) far die Kontaktf lachen (5) der 
Schaltungschips (3) vorgesehen sind, aufweist. 

Elektronisches .Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprttche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Abschirmschicht (8) auf der Umverdrahtungsplatte (2) 
mindestens einen Schirmfak.tor zwischen 50 und 100 auf- 
weist. 
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Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
(1), das eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte (2)' 
aufweist, die mindestens einen Schaltungschip (3) tragt 
und Kontaktfiachen (5) des Schaltungschips tiber Umver- 
.5 drahtungsleitungen (6) mit Auftenkontakten (7) des elek- 

tronischen Bauteils (1) verbindet, wobei die Umverdrah- 
tungsplatte (2) raindestens eine strukturierte, magneti- 
sche Abschirmschicht (8) aus einem amorphen Metall oder 
einer amorphen Metall-Legierung aufweist, wobei das Ver- 
io fahren folgende Verfahrensschritte aufweist: 

Strukturieren einer Abschirmf olio (8) aus amorphem 
Metall oder einer amorphen Metall-Legierung far ei- 
' nen Nutzen mit mehreren Bauteilpositionen, 
Auflaminieren der strukturierten Abschirmf olie (8) 
auf die Umverdrahtungsplatte (2) des Nutzens, 
Aufbringen und elektrisches Verbinden von Schal- 
tungschips • (23 ) in den. Bauteilpositionen der Umver- 
drahtungsplatte (2) des Nutzens, 

Aufbringen einer Kunststof f gehausemasse (19) auf 
den Nutzen unter Einbetten der Schaltungschips (3) 
und der elektris,chen Verbindungen (20), 
Aufbringen von AuBenkontakten (7) in den Bauteilpo- 
sitionen des Nutzens,. 

Vereinzeln der Bauteilpositionen des Nutzens zu 
25 einzelnen elektronischen Bauteilen (1) , 

18.. Verfahren nach Anspruch 17, 

dadurch g e k e n n 2 e i c h n e t , dass 

das Strukturieren der Abschirmfolien (9) mittels Stanzen 
von vorbestimmtan Mustern von Offnungen (11) erfolgt. 

19. Verfahren nach Anspruch 17, 

dadurchgekennzeichnet, dass 
das Strukturieren der Abschirmfolien (9) mittels Laser- 
35 abtrag erfolgt. 



20 
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20'. Verfahren nach einern der Anspruche 17 r 
dadurch gekennzeich'net , class 

das Strukturieren der Abschirmf olien (9) mittela Atzver-' 
fahreri durch eine Atzmaske erfolgt. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 20, 
dadurch- gekennzeichnet , dass 

die strukturierte Abschirmf olie (9) "vor dem Aufbringen 
der Schaltungschips (3) auf .die Chipseite (15) der Um- 
10 verdrahtungsplatte (2), welche die Schaltungschips (3)' 

tragt, unter Freilassung der ftir die Bondverbindungen 
(21) vorgesehenen Flachen auflaminiert wird. 

22. Verfahren nach einem der Ansprtiche 17 bis 20, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass 

die strukturierte Abschirmfolie (9) auf die .Auflenseite 
(10) der Umverdrahtungsplatte (2), welche die AuAenkon- 
takte (7) tragt, unter Freilassung der fur die Aufienkon- 
v takte .(7) vorgesehenen • Flachen auflaminiert wird. 

20' 

23- Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, ■ dass 

in den Bauteilpositionen des Nutzens Schaltungschips (3) 
mit magnetischen Speicherzellen' auf die Umverdrahtungs- 
25 platte (2) aufgebracht werden* 

24. Verfahren nach einem der Ansprtiche 17 bis 23, 
dadu'rch gekennzeichnet, dass 

in den Bauteilpositionen des Nutzens Schaltungschips (3) 
30 mit Logikschaltungen auf die Umverdrahtungsplatte (2) 

aufgebracht werden. { . • 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

35 mehrere strukturierte Abschirmf olien (9) aufeinander la- 

miniert werden. 
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26. Verfahren nach einem der Ansprttche 17 bis 25, 
dadurch- gekehnzeichnet, dass. 

vo.r dem Aufbringen der Schaltungschips (3) auf die Um- 
verdrahtungsplatte (2)' auf den Rttckseiten (17) der 
Schaltungschips (3) Abschirmf olien (9) aufgebracht wer-, 
den. 

27. Verfahren nach einem der Ansprttche 17 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, das's 

vor dem Aufbringen der Schaltungschips (3) auf die Urn- 
verdrahtungspiatte (2) auf der aktiven Vorderseite (18 )• 
der Schaltungschips (3) strukturierte Abschirmf olien (9) 
unter Freilassen der Kontaktf lachen (5) der Schaltung- 
schips (3) aufgebracht werden* 
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